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特長 
► 周波数範囲：9kHz～20GHz 
► 減衰範囲：31.75dB（0.25dB のステップ・サイズ） 
► 低インサーション・ロス 

► ～6GHz：1dB（代表値） 
► ～12GHz：1.3dB（代表値） 
► ～20GHz：1.7dB（代表値） 

► 減衰精度：−(減衰状態の 4%)または+0.1 
（代表値、20GHz まで） 

► ステップ誤差：～20GHz：0.20dB（代表値） 
► 高直線性 

► 入力 P0.1dB 
► 減衰状態が 16dB 未満の場合：ATTIN で 33dBm 

（代表値） 
► 減衰状態が 16dB 以上の場合：ATTIN で 31dBm 

（代表値） 
► 入力 IP3：ATTIN で 55dBm（代表値） 

► 大 RF 電力処理 
► ATTIN での平均値 27dBm 
► ATTIN でのピーク値 30dBm 
► ATTIN でのホット・スイッチング時 27dBm 

► RF 振幅のセトリング・タイム（50%でトリガ制御されてか

ら最終 RF 出力の 0.05dB に達するまでの時間）：1µs 
（代表値） 

► 全減衰状態で一貫したリターン・ロス 
► ディレーティングした電力処理で単電源動作可能 
► 低周波スプリアスなし、内部電圧の発生なし 
► シリアルおよびパラレルのモード制御、CMOS/LVTTL 互換 
► 24 端子、4.0mm × 4.0mm、ランド・グリッド・アレイ

（LGA）パッケージ 

アプリケーション 
► 工業用スキャナ 
► 試験および計測器 
► セルラ・インフラストラクチャ：5G 用ミリ波 
► 防衛用無線、レーダー、電子対抗手段（ECM） 
► マイクロ波無線機、超小型地球局（VSAT） 
 

機能ブロック図 

 
図 1. 機能ブロック図 

概要 
ADRF5703 は、シリコン・オン・インシュレータ（SOI）プロセ

スで製造された、31.75dB の減衰範囲と 0.25dB のステップ・サ

イズを備えた 7 ビット・デジタル・アッテネータです。 

このデバイスは 9kHz～20GHz で動作し、1.7dB 未満のインサー

ション・ロスと優れた減衰精度を実現します。ADRF5703 の RF
入力電力処理能力は、ATTIN ピンのすべての状態に対し、平均

値で 27dBm、ピーク値で 30dBm です。 

ADRF5703 は、+3.3V と−3.3V の両電源電圧で動作します。また、

負電源電圧（VSS）をグラウンドに接続し、単電源電圧（VDD）

を印加して動作させることもできます。この動作条件では、ス

イッチング特性、直線性、電力処理性能はディレーティングさ

れますが、小信号性能は維持されます。表 2 を参照してくださ

い。 

このデバイスは、シリアルまたはパラレルのモード制御と、相

補型金属酸化膜半導体（CMOS）／低電圧トランジスタ-トラン

ジスタ・ロジック（LVTTL）互換制御を備えています。 

ADRF5703 は、24 端子、4.0mm × 4.0mm のランド・グリッド・

アレイ（LGA）パッケージで提供され、動作可能温度は−40ºC～
+105ºC です。 

 
 

日本語参考資料 

最新版英語データシートはこちら 

https://www.analog.com/jp/index.html
https://www.analog.com/jp/products/adrf5703.html
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adrf5703.pdf
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仕様 
電気仕様 

特に指定のない限り、VDD = 3.3V、VSS = −3.3V、制御電圧（VCTRL） = 0V または 3.3V、TCASE = 25ºC、50Ω システム。VCTRLは、デジタル制

御入力ピンの電圧です。 

表 1. 電気仕様 
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仕様 

表 1. 電気仕様（続き） 

 
1 入力直線性と周波数の関係については、図 30 および図 31 を参照してください。 
2 ビデオ・フィードスルーは、制御電圧のスイッチングの間 RF 信号がない状態で、50Ω のテスト・セットアップの RF ポートで測定されるピーク・トラン

ジェントです。 
3 拡張周波数範囲での RF 電力処理能力の低下については、図 2 を参照してください。 
4 TCASE = 105ºC での動作の場合、RF 電力処理能力は、TCASE = 85ºC での仕様から 3dB 低下します。 
5 ピーク：100ns 以下のパルス継続時間および 5%のデューティサイクル。 
  

https://www.analog.com/jp/index.html


データシート ADRF5703 
 

analog.com.jp Rev. 0 | 5 of 19 

仕様 

単電源動作 

特に指定のない限り、VDD = 3.3V、VSS = 0V、VCTRL = 0V または 3.3V、TCASE = 25ºC、50Ω システム。VCTRLは、デジタル制御入力ピンの電

圧です。 

小信号およびバイアスの仕様は、単電源動作に対し維持されます。 

表 2. 単電源動作の仕様 

 
 

タイミング仕様 

タイミング図については図 35、図 36、図 37 を参照してください。 

表 3. タイミング仕様 
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絶対最大定格 
表 4. 絶対最大定格 

 
1 拡張周波数範囲での RF 電力処理能力の低下については、図 2 を参照し

てください。 
2 TCASE = 105ºC での動作の場合、RF 電力処理能力は、TCASE = 85ºC での

仕様から 3dB 低下します。 
 
上記の絶対最大定格を超えるストレスを加えると、デバイスに

恒久的な損傷を与えることがあります。この規定はストレス定

格のみを指定するものであり、この仕様の動作のセクションに

記載する規定値以上でのデバイス動作を定めたものではありま

せん。デバイスを長時間にわたり絶対最大定格状態に置くと、

デバイスの信頼性に影響を与えることがあります。 

熱抵抗 
熱性能は、プリント回路基板（PCB）の設計と動作環境に直接

関連しています。PCB の熱設計には細心の注意を払う必要があ

ります。 

θJC は、ジャンクションとケース底部（チャンネルとキャリア底

部）の間の熱抵抗です。 

表 5. 熱抵抗 

 
 

パワー・ディレーティング曲線 

 
図 2. パワー・ディレーティングと周波数の関係、 

低周波数領域の詳細、TCASE = 85ºC 
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絶対最大定格 

静電放電（ESD）定格 
以下の ESD 情報は、ESD に敏感なデバイスを取り扱うために示

したものですが、対象は ESD 保護区域内だけに限られます。 

ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠の人体モデル（HBM）。 

ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 準拠の帯電デバイス・モデル

（CDM）。 

ADRF5703 の ESD 定格 

表 6. ADRF5703、24 端子 LGA 

 
 

ESD に関する注意 

 

ESD（静電放電）の影響を受けやすいデバイスです。 

電荷を帯びたデバイスや回路ボードは、検知されない

まま放電することがあります。本製品は当社独自の特

許技術であるESD保護回路を内蔵してはいますが、デ

バイスが高エネルギーの静電放電を被った場合、損傷

を生じる可能性があります。したがって、性能劣化や

機能低下を防止するため、ESD に対する適切な予防措

置を講じることをお勧めします。 

 

https://www.analog.com/jp/index.html
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ピン配置およびピン機能の説明 

 
図 3. ピン配置 

表 7. ピン機能の説明 
ピン番号 記号 説明 

1 D6/CLK 16dB アッテネータ・ビット用パラレル制御入力。シリアル・クロック入力（CLK）。詳細について

は、動作原理のセクションを参照してください。インターフェース回路図については、図 7 を参照し

てください。 

2 LE ラッチ・イネーブル入力。詳細については、動作原理のセクションを参照してください。インター

フェース回路図については、図 7 を参照してください。 

3 PS パラレルまたはシリアル制御インターフェースの選択入力。詳細については、動作原理のセクション

を参照してください。インターフェース回路図については、図 7 を参照してください。 

4, 6 to 13, 15, 16 GND グラウンド。GND ピンは、PCB の RF グラウンドおよび DC グラウンドに接続する必要があります。 

5 ATTIN アッテネータ入力。RF ラインの電位が 0V DC に等しい場合は、DC 阻止コンデンサは不要です。 
インターフェース回路図については、図 4 を参照してください。 

14 ATTOUT アッテネータ出力。RF ラインの電位が 0V DC に等しい場合は、DC 阻止コンデンサは不要です。 
インターフェース回路図については、図 4 を参照してください。 

17 VSS 負電源入力。インターフェース回路図については、図 9 を参照してください。 

18 VDD 正電源入力。インターフェース回路図については、図 8 を参照してください。 

19 D0 0.25dB アッテネータ・ビット用パラレル制御入力。詳細については、動作原理のセクションを参照

してください。インターフェース回路図については、図 5 を参照してください。 

20 D1 0.5dB アッテネータ・ビット用パラレル制御入力。詳細については、動作原理のセクションを参照し

てください。インターフェース回路図については、図 5 を参照してください。 

21 D2 1.0dB アッテネータ・ビット用パラレル制御入力。詳細については、動作原理のセクションを参照し

てください。インターフェース回路図については、図 5 を参照してください。 

22 D3 2dB アッテネータ・ビット用パラレル制御入力。詳細については、動作原理のセクションを参照して

ください。インターフェース回路図については、図 5 を参照してください。 

23 D4/SEROUT 4dB アッテネータ・ビット用パラレル制御入力。シリアル・データ出力（SEROUT）。詳細について

は、動作原理のセクションを参照してください。インターフェース回路図については、図 6 を参照し

てください。 

24 D5/SERIN 8dB アッテネータ・ビット用パラレル制御入力。シリアル・データ入力（SERIN）。詳細について

は、動作原理のセクションを参照してください。インターフェース回路図については、図 7 を参照し

てください。 

 
  

https://www.analog.com/jp/index.html


データシート ADRF5703 
 

analog.com.jp Rev. 0 | 9 of 19 

ピン配置およびピン機能の説明 

インターフェース回路図 

 
図 4. ATTIN および ATTOUT のインターフェース回路図 

 
図 5. デジタル入力のインターフェース回路図 

（D0、D1、D2、D3） 

 
図 6. デジタル入力のインターフェース回路図（D4/SEROUT） 

 
図 7. デジタル入力のインターフェース回路図 

（LE、PS、D5/SERIN、D6/CLK） 

 
図 8. VDD 入力のインターフェース回路図 

 
図 9. VSS 入力のインターフェース回路図 
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代表的な性能特性 
インサーション・ロス、リターン・ロス、状態誤差、ステップ誤差、リアクティブ・フェーズ 
特に指定のない限り、VDD = +3.3V、VSS= −3.3V、VCTRL = 0V または 3.3V、TCASE = 25ºC、50Ω システム。 

 
図 10. 様々な温度でのインサーション・ロスと周波数の関係 

 

 
図 11. 主要な減衰状態での入力リターン・ロスと周波数の関係 

 

 
図 12. 主要な減衰状態での出力リターン・ロスと周波数の関係 

 

 
図 13. 減衰状態での規格化減衰量と周波数の関係、−10dB まで 

 

 
図 14. 減衰状態での規格化減衰量と周波数の関係、 

−10dB～−20dB 

 
図 15. 減衰状態での規格化減衰量と周波数の関係、 

−20dB～−32dB 
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代表的な性能特性 

 
図 16. 25ºC における 128 の減衰状態でのステップ誤差と 

周波数の関係 

 
図 17. 85ºC における 128 の減衰状態でのステップ誤差と 

周波数の関係 

 
図 18. −40ºC における 128 の減衰状態でのステップ誤差と 

周波数の関係 

 
図 19. 25ºC における様々な周波数でのステップ誤差と 

減衰状態の関係 

 
図 20. 85ºC における様々な周波数でのステップ誤差と 

減衰状態の関係 

 
図 21. −40ºC における様々な周波数でのステップ誤差と 

減衰状態の関係 
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代表的な性能特性 

 
図 22. 25ºC における主要な減衰状態での状態誤差と 

周波数の関係 

 
図 23. 85ºC における主要な減衰状態での状態誤差と 

周波数の関係 

 
図 24. −40ºC における主要な減衰状態での状態誤差と 

周波数の関係 

 
図 25. 25ºC における様々な周波数での状態誤差と 

減衰状態の関係 

 
図 26. 85ºC における様々な周波数での状態誤差と 

減衰状態の関係 

 
図 27. −40ºC における様々な周波数での状態誤差と 

減衰状態の関係 
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代表的な性能特性 

 
図 28. 主要な減衰状態でのリアクティブ・フェーズと 

周波数の関係 

 
図 29. 様々な周波数でのリアクティブ・フェーズと 

減衰状態の関係 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

https://www.analog.com/jp/index.html


データシート ADRF5703 
 

analog.com.jp Rev. 0 | 14 of 19 

代表的な性能特性 

入力電力圧縮と 3 次インターセプト 
特に指定のない限り、VDD = +3.3V、VSS= −3.3V、VCTRL = 0V または 3.3V、TCASE = 25ºC、50Ω システム。 

 
図 30. 主要な減衰状態での入力 P0.1dB と周波数の関係 

 

 
図 31. 主要な減衰状態での入力 IP3 と周波数の関係 

 

 
図 32. 主要な減衰状態での入力 P0.1dB と周波数の関係、 

低周波数の詳細 

 
図 33. 主要な減衰状態での入力 IP3 と周波数の関係、 

低周波数の詳細 
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動作原理 
ADRF5703 は、0.25dB ステップで 31.75dB の減衰範囲を備えた 
7 ビット固定のアッテネータ・アレイを内蔵しています。内蔵

のドライバがアッテネータ・アレイのシリアルまたはパラレル

のモード制御を行います。 

ADRF5703には、D0（LSB）～D6（MSB）、LE、PSの 9つのデ

ジタル制御入力があります。必要な減衰状態をシリアル・モード

またはパラレル・モードで選択するには、表 8 および表 9 を参照

してください。タイミング図については、図 35、図 36、図 37を
参照してください。 

電源 
ADRF5703 には、VDD ピンに印加する正電源電圧と、VSS ピン

に印加する負電源電圧が必要です。高周波ノイズをフィルタリ

ングするため、電源ラインにバイパス・コンデンサを接続する

ことを推奨します。 

パワーアップ・シーケンスは次のとおりです。 

1. GND をグラウンドに接続します。 
2. VDDと VSSに電源を入れます。ランプアップ中に VDDで電

流トランジェントが発生しないように、VDD の電源投入後

に VSS を電源投入します。 
3. デジタル制御入力に電源を投入します。デジタル制御入力の

順序は重要ではありません。しかし、VDD に電源を入れる前

に誤ってデジタル制御入力に電源を入れると、順方向バイア

スがかかり、内部の ESD 構造を損傷するおそれがあります。

この損傷を防ぐには、1kΩ の抵抗を直列接続して、そのよう

な場合にデジタル制御入力ピンに流入する電流を制限します。 

4. RF 入力信号を ATTIN と ATTOUT に印加します。 

パワーダウン・シーケンスは、パワーアップ・シーケンスと逆

の順序です。 

パワーアップ状態 
ADRF5703 は、VDD の印加時にアッテネータを最大減衰状態

（31.75dB）に設定するパワーオン・リセット回路を内蔵してい

ます。 

単電源動作 
ADRF5703 は、単一の正電源電圧を VDD ピンに印加し、VSS ピ

ンをグラウンドに接続した状態でも動作できます。単電源動作

においては、スイッチング特性、直線性、電力処理能力が低下

します。詳細については表 2 を参照してください。 

RF 入出力 
両方の RF ポート（ATTIN および ATTOUT）は 0V に DC カップ

リングさせます。RF ラインの電位が 0V に等しい場合、RF ポー

トでの DC 阻止は不要です。 

電力処理は、ATTINポートによって定義されます。表 1の RF入

力電力の各仕様を参照してください。 

表 8. 真理値表 

 
1 この表に示す減衰状態をどのように組み合わせても、選択したビットの和に等しい減衰量が得られます。 
 

 

図 34. 簡素化した回路図 
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動作原理 

シリアル・モードまたはパラレル・モードの選択 
ADRF5703 は、PS ピンをハイに設定することでシリアル・モー

ド制御、ローに設定することでパラレル・モード制御が可能で

す（表 9 参照）。 

表 9. モード選択 

 
 

シリアル・モード・インターフェース 
ADRF5703 は、シリアル・データ入力（SERIN）、クロック

（CLK）、シリアル・データ出力（SEROUT）、ラッチ・イ

ネーブル（LE）の 4 線式 SPI に対応します。シリアル制御イン

ターフェースは、PS ピンをハイに設定することでアクティブ化

できます。 

ADRF5703の減衰状態は、7ビットまたは 8ビットの SERINデー

タを用いて制御できます。8 ビット・ワードを使用してアッテ

ネータの状態を制御する場合、最初の 2 ビットはドント・ケ

ア・ビットとなります。これらのビットはローのままでもハイ

のままでも、あるいは完全に省略されてもかまいません。アッ

テネータの状態はビット[D6:D0]のみで設定されます。 

シリアル・モードでは、SERIN データは CLK の立上がりエッジ

でクロックされ、シフト・レジスタに MSB ファーストで入力さ

れます。その後、新しい減衰状態をデバイスにラッチするため、

LE をハイにトグルする必要があります。LE がハイのままでは

CLK がマスクされてアッテネータの値を変更できないので、新

しい SERIN データをクロックしてシフト・レジスタに入力する

には、LEをローにする必要があります。詳細については、図 35、
図 36、タイミング仕様のセクション、RF入出力のセクションを

参照してください。 

 

図 35. シリアル制御のタイミング図 

 

図 36. シリアル出力のタイミング図 
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動作原理 

パラレル・モード・インターフェース 
ADRF5703 には、D0（LSB）～D6（MSB）の 7 つのデジタル制

御入力があり、パラレル・モードで目的の減衰状態を選択でき

ます（表 8 参照）。 

パラレル動作には、直接パラレルとラッチド・パラレルの 2 つ

のモードがあります。 

直接パラレル・モード 
パラレル･モードを有効にするには、LE ピンをハイのままにし

ます。減衰状態を変更するには、制御電圧入力（D0～D6）を直

接使用します。直接パラレル・モードは、アッテネータを手動

で制御する場合に使用します。 

ラッチド・パラレル・モード 
ラッチド・パラレル・モードを有効にするには、制御電圧入力

（D0～D6）を変更して減衰状態を設定する際に、LE ピンを

ローのままにしておく必要があります。目的の状態を設定した

ら、LE をハイにトグルして、7 ビット・データをアッテネー

タ・アレイのバイパス・スイッチに転送し、次に LEをローにト

グルして、次の目的の減衰変更までデバイスに変更をラッチし

ます（詳細については図 37 および表 3 を参照）。 

 

図 37. ラッチド・パラレル・モードのタイミング図 
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アプリケーション情報 

ADRF5703 には、2 つの電源ピン（VDD および VSS）と 9 つの

制御ピン（PS、LE、D0～D6）があります。図 38 に、電源ピン

および制御ピンの外付け部品、およびその接続方法を示します。

電源ピン（VDD および VSS）は、0.1µF の多層セラミック・コ

ンデンサを用いてデカップリングします。デカップリング・コ

ンデンサは、ADRF5703 のできるだけ近くに配置します。この

デバイスのピン配置により、デカップリング・コンデンサを

ADRF5703の近くに配置することができます。RFラインを0V以

外の電圧でバイアスする場合に RF ピン（ATTIN および

ATTOUT）に接続する DC 阻止コンデンサを除き、バイアスお

よび動作用には他の外付け部品は不要です。詳細については、

ピン配置およびピン機能の説明のセクションを参照してくださ

い。 

 

図 38. 簡略アプリケーション回路 

PCB 設計のための推奨事項 
RFポートは内部で 50Ωに整合されており、ピン配置は、PCB上

にある特性インピーダンスが 50Ω のコプレーナ導波路（CPWG）

に接合できるよう設計されています。図 39 に、厚さ 8mil の

Rogers RO4003 誘電体材料を用いた RF 基板の CPWG RF パター

ン設計の参考例を示します。1.5mil の銅仕上げ厚さに対し、幅

14mil、クリアランス 7mil の RF パターンを使用することを推奨

します。 

 

図 39. PCB 層構成例 

図 40 に、ADRF5703 からの RF 配線パターン、電源、制御信号

のルーティングを示します。グランド・プレーンは、RF および

熱性能を最適化するため、できる限り多数の充填スルー・ビア

で接続されています。デバイスの主な熱経路は裏面です。 

 

 

図 40. PCB 配線 

ADRF5703の ATTINピンおよび ATTOUTピンからリファレンス

層構成の 50Ω CPWGまでの間の推奨レイアウトを図 41に示しま

す。PCB パッドは、デバイス・パッドと 1 対 1 に対応します。

グラウンド・パッドは、ハンダ・マスク定義で描かれ、信号

パッドはパッド定義で描かれています。PCBパッドからのRFパ

ターンは、デバイス端まで延長され、その後 45º の角度で RF パ

ターンに向けてテーパ状になっています。ペースト・マスクも、

アパーチャが減少することなくパッドと一致するよう設計され

ており、パドル用の複数の開口部に分割されています。 

 

図 41. ATTIN および ATTOUT ピンの推奨される遷移 

異なる誘電体厚さや CPWG設計の代替 PCB層構成に関する推奨

事項は、アナログ・デバイセズのテクニカル・サポート・リク

エストにお問い合わせください。 
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外形寸法 

 
 

最新のパッケージ外形情報およびランド・パターン（実装面積）については、パッケージ索引を参照してください。 

 

オーダー・ガイド 

 

1 Z = RoHS 準拠製品。 

 
 

https://www.analog.com/jp/index.html
https://www.analog.com/jp/resources/packaging-quality-symbols-footprints/package-index.html
https://www.analog.com/media/en/package-pcb-resources/package/pkg_pdf/lga/cc-24-20.pdf
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